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連続波レーザーを使用することで

連続波レーザーを使用することで連続波レーザーを使用することで

連続波レーザーを使用することで

強度を上げつつスペースチャージ効果を抑制

強度を上げつつスペースチャージ効果を抑制強度を上げつつスペースチャージ効果を抑制

強度を上げつつスペースチャージ効果を抑制

スペースチャージ効果
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電子間のクーロン反発に

よって分解能が低下

200 nm

空間分解能空間分解能空間分解能空間分解能 2.6 nm2.6 nm2.6 nm2.6 nmを達成。を達成。を達成。を達成。

光電子顕微鏡光電子顕微鏡光電子顕微鏡光電子顕微鏡
（（（（PEEM））））

磁石材料磁石材料磁石材料磁石材料 構造材料構造材料構造材料構造材料

電子材料電子材料電子材料電子材料

電子ミラー光学系によって

電子ミラー光学系によって電子ミラー光学系によって

電子ミラー光学系によって

球面・色収差を補正。

球面・色収差を補正。球面・色収差を補正。

球面・色収差を補正。

○高い空間分解能（通常○高い空間分解能（通常○高い空間分解能（通常○高い空間分解能（通常20nm））））

○化学状態・磁気状態に敏感○化学状態・磁気状態に敏感○化学状態・磁気状態に敏感○化学状態・磁気状態に敏感

○適度な○適度な○適度な○適度な検出検出検出検出深さ（数深さ（数深さ（数深さ（数nm））））

触媒材料触媒材料触媒材料触媒材料
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ハードディスクのハードディスクのハードディスクのハードディスクの

データ記録データ記録データ記録データ記録
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hn

FePt薄膜

斜入射斜入射斜入射斜入射面直入射面直入射面直入射面直入射

500 nm
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T. Seki, K. Takanashi (東北大)
H. Shima, H. Akinaga (産総研)

円偏光を利用することで

面直・面内の磁化分布が解析可能。

明: Carbon monoxide 
暗: Oxygen

Pt表面上の表面上の表面上の表面上の

CO吸着・反応吸着・反応吸着・反応吸着・反応
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表面吸着種によってコントラストが現れる。

P

1 mm
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Si (100) 表面再構成表面再構成表面再構成表面再構成
直線偏光を利用することで

表面の原子配列が

観察可能。

相変化メモリ相変化メモリ相変化メモリ相変化メモリ
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明: 多結晶領域
暗: アモルファス領域

1 mm

T. Taniuchi (ISSP), K. Ono (KEF-PF)

結晶性によって

コントラストが現れる。

T. Taniuchi , S. Shin (ISSP) 1 mm

20nm級級級級
半導体デバイス半導体デバイス半導体デバイス半導体デバイス
金属・半導体・絶縁体によって

コントラストが現れる。
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反強反強反強反強磁性ドメイン観察磁性ドメイン観察磁性ドメイン観察磁性ドメイン観察

直線偏光で

反強磁性ドメインを観察。

P

P

1 mm

FeRh薄膜

強磁性ドメイン観察強磁性ドメイン観察強磁性ドメイン観察強磁性ドメイン観察

レーザー励起レーザー励起レーザー励起レーザー励起

光電子顕微鏡光電子顕微鏡光電子顕微鏡光電子顕微鏡

UV光またはX線を入射して

放出された電子を結像

【【【【本研究の目的本研究の目的本研究の目的本研究の目的】】】】

①さらに高い分解能を目指す。①さらに高い分解能を目指す。①さらに高い分解能を目指す。①さらに高い分解能を目指す。

②様々な材料へ適用する。②様々な材料へ適用する。②様々な材料へ適用する。②様々な材料へ適用する。

理論

理論理論

理論上

上上

上2 nmまで
までまで

まで到達可能

到達可能到達可能

到達可能

スペースチャージスペースチャージスペースチャージスペースチャージ

効果の低減効果の低減効果の低減効果の低減

収差補正機構付きレーザー収差補正機構付きレーザー収差補正機構付きレーザー収差補正機構付きレーザーPEEM

hνννν

hνννν

連続波レーザー

連続波レーザー連続波レーザー

連続波レーザー

試料位置

PEEM光学系
光学系光学系

光学系

波長 266 nm

hν 4.66eV

出力 2W

photon数 3×10

18 

photons/sec
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近傍の電子を選択的に励起

・光の入射角が切替可能

・E
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近傍の電子を選択的に励起

・光の入射角が切替可能


